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(54) 액정표시장치의 구동 회로

요약

본 발명은, 액정표시장치를 구동하는 게이트 드라이버를 구성하는 시프트 레지스터가 가지는 레지스터 회로 내의 출력 트

랜지스터에 있어서, 문턱값 전압의 시프트를 방지할 수 있는 액정표시장치의 구동 회로를 실현하는 것이다.

이를 위하여 본 발명에서는 트랜지스터(M6)와 커패시터(C2)의 세트는, 액정표시장치를 구동하는 출력 트랜지스터(M1)의

게이트에 인가되는 전압을, 출력 트랜지스터(M1)의 오프 기간에 있어서, 음의 바이어스 전압으로 강하한다.

대표도

도 2

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 각 실시 형태에 관한 시프트 레지스터(10)의 구성을 나타내는 블럭도,

도 2는 본 발명의 제 1 실시 형태에 관한 레지스터 회로(11)의 내부 구성을 나타내는 블럭도,
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도 3은 도 2에 나타나는 레지스터 회로(11)의 동작을 설명하기 위한 타이밍 차트,

도 4는 본 발명의 제 1 실시 형태에 관한 레지스터 회로(11)의 다른 내부 구성을 나타내는 블럭도,

도 5는 본 발명의 제 2 실시 형태에 관한 레지스터 회로(11)의 내부 구성을 나타내는 블럭도,

도 6은 도 5에 나타나는 레지스터 회로(11)의 동작을 설명하기 위한 타이밍 차트이다.

※ 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명

10 : 시프트 레지스터 11 : 레지스터 회로

M1 : 출력 트랜지스터 M6, M7 : 트랜지스터

C2, C3 : 커패시터

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은, 액정표시장치의 구동 회로에 관한 것이다.

종래의 액정표시장치의 구동 회로에 관한 기술로서는, 예를 들면 특허 문헌 1에 기재되어 있는 기술이 알려져 있다. 이 특

허 문헌 1에 기재된 종래의 기술에서는, 액정표시장치를 구동하는 게이트 드라이버를, 다단 접속된 복수의 트랜지스터 회

로를 가지는 시프트 트랜지스터에 의해 구성하고 있다. 그리고, 그 1단분의 레지스터 회로에 있어서는, 바로 앞 단의 레지

스터 회로의 출력 펄스에 의해 입력 트랜지스터 스위치가 온 되고, 출력 트랜지스터의 게이트에 관련되는 커패시터를 충전

함으로써, 상기 출력 트랜지스터가 온 되기 위해 충분한 양의 게이트 전압(Vgs)을 확보한다. 이어서, 계속되는 단의 레지

스터 회로의 출력 펄스에 의해 클램핑 트랜지스터가 온 되고, 상기 커패시턴스를 방전하여 출력 트랜지스터가 온 되지 않

은 양의 게이트 전압(Vgs)을 확보한다.

[특허문헌 1]

일본국 특개평8-87897호 공보 (제 4~5페이지, 도 3)

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그러나, 상기한 종래의 기술에서는, 출력 트랜지스터가 자신의 게이트 전압(Vgs)에 의해 스트레스를 받음으로써 문턱값

전압(Vth)이 시프트 하고, 이 문턱값 전압(Vth)의 시프트가 진행됨으로써, 스위치로서의 기능을 충분히 할 수 없게 되는

경우가 있다. 예를 들면, 아몰퍼스 실리콘(a-Si)을 이용하여 액정표시장치의 액티브 매트릭스 기판에 있어서의 TFT(Thin

Film Transistor:박막 트랜지스터)를 형성하고, 이 TFT에 의해 게이트 드라이버를 액티브 매트릭스 기판상에 내장화 하

는 경우에, 상기한 문턱값 전압 시프트의 문제가 생기고 있다. a-Si는 저렴한 제조 공정으로서 주목받고 있고, 상기한 문턱

값 전압 시프트의 문제를 해결하여 액정표시장치의 동작 수명을 개선하는 것이 중요한 과제가 되고 있다.

본 발명은, 이와 같은 사정을 고려하여 이루어진 것으로, 그 목적은 액정표시장치를 구동하는 게이트 드라이버를 구성하는

시프트 레지스터가 가지는 레지스터 회로 내의 출력 트랜지스터에 있어서, 문턱값 전압의 시프트를 방지할 수 있는 액정표

시장치의 구동 회로를 제공하는 것에 있다.

발명의 구성 및 작용
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상기 과제를 해결하기 위해, 본 발명에 관한 액정표시장치의 구동 회로는, 다단 접속된 복수의 레지스터 회로를 가지는 시

프트 레지스터를 구비하고, 상기 레지스터 회로는, 액정표시장치를 구동하는 출력 트랜지스터와, 상기 출력 트랜지스터의

게이트에 인가되는 전압을 제어하는 전압 제어 회로를 가지고, 상기 전압 제어 회로는, 상기 출력 트랜지스터의 오프 기간

에 있어서, 음의 바이어스 전압을 상기 출력 트랜지스터의 게이트에 인가하는 것을 특징으로 한다.

이 구성에 의하면, 출력 트랜지스터의 게이트에 소스, 드레인에 대하여 음의 바이어스 전압을 인가하는 기간을 설정할 수

있기 때문에, 출력 트랜지스터를 온 하기 위한 양의 게이트 전압에 의해 발생한 양의 시프트량을, 음의 게이트 전압에 의해

발생하는 음의 시프트량으로 상쇄할 수 있다.

본 발명에 관한 액정표시장치의 구동 회로에 있어서는, 상기 레지스터 회로는, 전단의 레지스터 회로의 출력 펄스에 의해

상기 출력 트랜지스터를 온 시키기 위한 양의 전압을 발생하고, 후단의 레지스터 회로의 출력 펄스에 의해 상기 양의 전압

을, 상기 출력 트랜지스터를 오프시키는 전압으로 하는 전압 발생 회로를 더욱 가지고, 상기 전압 제어 회로는, 상기 전압

발생 회로로부터 공급되는 전압을 일정 값만큼 강하시켜, 상기 출력 트랜지스터의 게이트에 인가하는 전압 강하 수단을 가

지는 것을 특징으로 한다.

이 구성에 의하면, 출력 트랜지스터를 온/오프시키는 전압을 강하시킴으로써, 음의 바이어스 전압을 발생시킬 수 있다.

본 발명에 관한 액정표시장치의 구동 회로에 있어서는, 상기 전압 강하 수단은, 전압 강하용 트랜지스터와, 이 전압 강하용

트랜지스터의 소스 및 드레인 사이에 설정된 커패시터와의 조합으로 이루어지는 것을 특징으로 한다.

이 구성에 의하면, 트랜지스터의 문턱값 전압을 이용함으로써, 간단한 구성으로 전압 강하 수단을 실현할 수 있다.

본 발명에 관한 액정표시장치의 구동 회로에 있어서는, 상기 레지스터 회로는, 전단의 레지스터 회로의 출력 펄스에 의해

상기 출력 트랜지스터를 온 시키기 위한 양의 전압을 발생하고, 후단의 레지스터 회로의 출력 펄스에 의해 상기 양의 전압

을, 상기 출력 트랜지스터를 오프시키는 전압으로 하는 전압 발생 회로를 더욱 가지고, 상기 전압 제어 회로는, 상기 후단

의 출력 펄스에 의해 상기 음의 바이어스 전압의 발생을 개시하는 바이어스 전압 발생 수단을 가지는 것을 특징으로 한다.

이 구성에 의하면, 후단의 출력 펄스를 이용함으로써, 출력 트랜지스터의 오프 기간에 있어서 음의 바이어스 전압의 발생

을 개시할 수 있다.

본 발명에 관한 액정표시장치의 구동 회로에 있어서는, 상기 출력 트랜지스터는, 아몰퍼스 실리콘을 이용하여 형성되는 것

을 특징으로 한다.

이 구성에 의하면, 아몰퍼스 실리콘(a-Si)를 이용하여 액정표시장치의 액티브 매트릭스 기판에 있어서의 TFT를 형성하

고, 이 TFT에 의해 게이트 드라이버를 액티브 매트릭스 기판상에 내장화하는 경우에 생기는, 문턱값 전압 시프트의 문제

를 해결하여 동작 수명의 개선을 도모할 수 있다.

이하, 도면을 참조하여, 본 발명의 각 실시형태에 대해 순차적으로 설명한다.

도 1은, 본 발명의 각 실시 형태에 관한 시프트 레지스터(10)의 구성을 나타내는 블럭도이다. 이 시프트 레지스터(10)는,

액정표시장치를 구동하는 게이트 드라이버를 구성하는 것이다. 이 게이트 드라이버는, 액정표시장치의 액티브 매트릭스

기판에 있어서의 TFT에 의해 액티브 매트릭스 기판상에 내장화되어 있다. 또한, 이 액티브 매트릭스 기판에 있어서의

TFT는, a-Si를 이용하여 형성되어 있다.

도 1에 나타내는 바와 같이, 시프트 레지스터(10)는, 복수의 레지스터 회로(11)를 가지고, 그들 복수의 레지스터 회로(11)

가 다단 접속되어 있다. 시프트 레지스터(10)에는, 도시 생략한 클럭 발생 회로로부터, 스타트 펄스(STP) 및 클럭(CK1,

CK2)이 입력된다.

스타트 펄스(STP) 및 클럭(CK1, CK2)은, 도 3에 나타나는 파형을 가진다. 스타트 펄스(STP)는, 도 1의 1단째(초단)의 레

지스터 회로(1_11)로부터 출력 펄스(Gout1)를 출력 개시하기 위한 신호이고, 레지스터 회로(1_11)에 입력되어 있다. 클럭

(CK1, CK2)은, 2상 클럭으로, 차례로 후단의 레지스터 회로(11)로 데이터를 전송하기 위한 신호이다. 클럭(CK1)은, 홀수

단째의 레지스터 회로(11)에 입력되어 있다. 클럭(CK2)은, 짝수단째의 레지스터 회로(11)에 입력되어 있다.
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각 레지스터 회로(11)의 출력 펄스(Gout1, Gout2, Gout3, Gout4,...)는, 게이트 드라이버로서의 출력 신호이다. 이들 출력

펄스는, 액정표시장치의 액티브 매트릭스 기판상의 각 화소에 대응하는 TFT를 차례로 구동한다

[제 1 실시형태]

도 2는, 본 발명의 제 1 실시 형태에 관한 레지스터 회로(11)의 내부 구성을 나타내는 블럭도이다. 이 도 2에는, 시프트 레

지스터(10)의 n단째의 레지스터 회로(11)를 나타내고 있다. 도 3은, 도 2에 나타나는 레지스터 회로(11)의 동작을 설명하

기 위한 타이밍 차트이다. 이후, 도 3의 타이밍 차트를 참조하면서, 2단째의 레지스터 회로(2_11)를 예로 들어 레지스터

회로(11)의 구성 및 동작을 설명한다.

도 2에 있어서, 우선, 전단인 1단째의 레지스터 회로(1_11)의 출력 펄스(Gout1)가 레지스터 회로(2_11)에 입력되면(T1

시점), 트랜지스터(M2 및 M4)가 온 되고, 커패시터(C1)의 양 전극 사이에는 [(Gout1의 파고치) - (M2의 문턱값 전압)]

의 전위차가 발생한다. 이때, 트랜지스터(M6)는 온 되고, 커패시터(C2)의 양 전극 사이에는 트랜지스터(M6)의 순방향의

문턱값 전압의 전위차가 발생한다. 이에 따라, 출력 트랜지스터(M1)의 게이트 전압[Vgs(M1)]은,

Vgs(M1) = (Gout1의 파고치) - (M2의 문턱값 전압) - (M6의 문턱값 전압)

이 된다.

이때, 출력 트랜지스터(M1)의 게이트 전압[Vgs(M1)]은, 출력 트랜지스터(M1)가 출력 펄스(Gout2)를 발생하기 위하여

필요한 전류를 흐르게 하는데 충분한 것으로서 확보한다. 이 조건을 만족시키도록, 클럭(CK1, CK2)의 파고치의 설정을

행한다.

이어서, 클럭(CK2)이 입력되면(T2 시점), 출력 트랜지스터(M1)는 온 되어 있기 때문에, 이 클럭(CK2)의 파형이 그대로

출력 펄스(Gout2)로서 나타난다. 이에 따라, 커패시터(C1)의 양 전극 사이의 전위차는 유지되기 때문에, 커패시터(C1)의

트랜지스터(M2)측의 전극은 클럭(CK2)의 파고치의 전위만큼 상승한다. 이어서, 클럭(CK2)의 파형이 하강함으로써(T2'

시점), 커패시터(C1)의 양 전극 사이의 전위차는 유지된 채로 출력 펄스(Gout2)의 파형도 하강한다.

이어서, 후단인 3단째의 레지스터 회로(3_11)의 출력 펄스(Gout3)가 입력되면(T3 시점), 트랜지스터(M3 및 M5)가 온 되

고, 커패시터(C1)의 양 전극 사이의 전위는 접지 전위(Vss)에 리세트 된다. 이때, 커패시터(C2)의 양 전극 사이는, 트랜지

스터(M6)에 의한 다이오드 접속의 역방향의 전위가 되기 위해 컷오프하고, 이 커패시터(C2)의 양 전극 사이의 전위차는

그대로 유지된다.

이에 따라, 출력 트랜지스터(M1)의 게이트 전압[Vgs(M1)]은, 접지 전위(Vss) 보다, 트랜지스터(M6)의 순방향의 문턱값

전압의 전위차분만큼 낮은 전위가 된다. 즉, 출력 트랜지스터(M1)의 게이트에는, 소스, 드레인에 대해 음의 바이어스 전압

이 인가된다. 이 상태는, 다음의 펄스 출력 동작의 개시 시점[출력 펄스(Gout1)의 입력 시점(T1 시점)]까지 계속된다. 즉,

출력 트랜지스터(M1)의 오프 기간에 있어서, 출력 트랜지스터(M1)의 게이트에는, 소스, 드레인에 대해 음의 바이어스 전

압이 계속 인가된다. 이에 따라, 출력 트랜지스터(M1)의 문턱값 전압에 관하여, 양의 게이트 전압에 의해 발생한 양의 시

프트량을, 상기 음의 게이트 전압에 의해 발생하는 음의 시프트량으로 상쇄할 수 있다.

이와 같이 제 1 실시 형태에 의하면, 출력 트랜지스터(M1)의 게이트에 소스, 드레인에 대해 음의 바이어스 전압을 인가하

는 기간을 설정할 수 있기 때문에, 출력 트랜지스터(M1)를 온 하기 위한 양의 게이트 전압에 의해 발생한 양의 시프트량

을, 음의 게이트 전압에 의해 발생하는 음의 시프트량으로 상쇄할 수 있다. 이에 따라, 출력 트랜지스터(M1)의 문턱값 전

압의 시프트를 대폭 억제할 수 있게 되어 시프트 레지스터(10)의 동작 수명을 개선할 수 있다. 이 결과, 액정 표시 장치의

동작 수명이 개선된다.

또한, 실제의 구동 상태에 있어서는, 출력 트랜지스터(M1)의 게이트에 인가하는 전압의 양/음의 듀티비는 [양:음=1:100

이상]이기 때문에, 음의 전압 레벨은 1~2V 정도이어도 충분히 효과를 얻을 수 있다.

또, 출력 트랜지스터(M1)의 문턱값 전압의 시프트를 더 한층 억제하고 싶은 경우에는, 음의 바이어스 전압을 크게 하면 된

다. 구체적으로는, 도 4에 나타내는 바와 같이, 트랜지스터(M7)(전압 강하용 트랜지스터) 및 커패시터(C3)의 세트를 트랜

지스터(M6)(전압 강하용 트랜지스터) 및 커패시터(C2)의 세트에 직렬 접속하여 삽입함으로써, 음의 바이어스 전압을 크

게 할 수 있다. 또, 필요에 따라 이 트랜지스터 및 커패시터의 세트를 증감함으로써, 출력 트랜지스터(M1)의 문턱값 전압
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의 시프트의 억제 능력을 제어할 수 있다. 이때, 출력 트랜지스터(M1)의 게이트 전압[Vgs(M1)]은, 상기 트랜지스터 및 커

패시터의 세트의 수에 따라 저하하나, 클럭(CK1, CK2)의 파고치를 변경하거나, 출력 트랜지스터(M1)의 W/L을 변경함으

로써, 게이트 전압[Vgs(M1)]을 필요한 전압으로 조정할 수 있다.

[제 2 실시 형태]

도 5는, 본 발명의 제 2 실시 형태에 관한 레지스터 회로(11)의 내부 구성을 나타내는 블럭도이다. 이 도 5에는, 시프트 레

지스터(10)의 n단째의 레지스터 회로(11)를 나타내고 있다. 도 6은, 도 5에 나타내는 레지스터 회로(11)의 동작을 설명하

기 위한 타이밍 차트이다. 이후, 도 6의 타이밍 차트를 참조하면서, 2단째의 레지스터 회로(2_11)를 예로 들어 레지스터

회로(11)의 구성 및 동작을 설명한다.

제 2 실시 형태에서는, 도 5에 나타내는 바와 같이, 출력 트랜지스터(M1)의 게이트에 접속되는 노드에, 커패시터(C2)와

트랜지스터(M6)를 직렬로 접속함으로써, 출력 트랜지스터(M1)의 게이트에 음의 바이어스 전압을 인가한다.

트랜지스터(M6)에 있어서, 커패시터(C2)와 접속되어 있는 단자와는 반대쪽의 단자는, 하이레벨의 전압(Vgh)으로 설정한

다. 예를 들면 클럭(CK1, CK2)의 하이레벨의 전압으로 설정한다.

또한, 출력 트랜지스터(M1)의 출력 펄스(Gout2)가 출력되기까지(T2 시점)의 동작은, 상기한 제 1 실시 형태와 같기 때문

에, 여기서는 그 설명을 생략한다.

후단인 3단째의 레지스터 회로(3_11)의 출력 펄스(Gout3)가 레지스터 회로(2_11)에 입력되면(T3 시점), 트랜지스터

(M3)가 온 되고, 출력 트랜지스터(M1)의 게이트 전압[Vgs(M1)]은 접지 전위(Vss)에 클램프 된다. 이때, 트랜지스터

(M6)도 온 되기 때문에, 커패시터(C2)의 양 전극 사이에는 [전압(Vgh) - (M6의 문턱값 전압)]의 전위차가 발생한다.

이어서, 레지스터 회로(3_11)의 출력 펄스(Gout3)의 파형이 하강하면, 트랜지스터(M6)가 오프된다. 이어서, 4단째의 레

지스터 회로(4_11)의 출력 펄스(Gout4)가 입력되면(T4 시점), 트랜지스터(M7)가 온 되고, 커패시터(C2)에 축전되어 있

는 전하에 의해, 출력 트랜지스터(M1)의 게이트 전압[Vgs(M1)]이 마이너스 전위에 클램프된다. 이 마이너스 전위는, 트

랜지스터(M2, M3)가 오프가 되는 문턱값 전압[Vth(M2, M3)]에 의해 제한된다. 이 상태는, 다음의 펄스 출력 동작의 개

시 시점[출력 펄스(Gout1)의 입력 시점(T1 시점)]까지 계속된다. 즉, 출력 트랜지스터(M1)의 오프 기간에 있어서, 출력

트랜지스터(M1)의 게이트에는, 소스, 드레인에 대해 음의 바이어스 전압이 계속하여 인가된다. 이에 따라, 출력 트랜지스

터(M1)의 문턱값 전압에 관하여, 양의 게이트 전압에 의해 발생한 양의 시프트량을, 상기 음의 게이트 전압에 의해 발생하

는 음의 시프트량으로 상쇄할 수 있다.

이와 같이 제 2 실시 형태에 의하면, 출력 트랜지스터(M1)의 게이트에 소스, 드레인에 대하여 음의 바이어스 전압을 인가

하는 기간을 설정할 수 있기 때문에, 출력 트랜지스터(M1)를 온 하기 위한 양의 게이트 전압에 의해 발생한 양의 시프트량

을, 음의 게이트 전압에 의해 발생하는 음의 시프트량으로 상쇄할 수 있다. 이에 따라, 제 1 실시 형태와 마찬가지로, 출력

트랜지스터(M1)의 문턱값 전압의 시프트를 대폭 억제할 수 있게 되어 시프트 레지스터(10)의 동작 수명을 개선할 수 있

다. 이 결과, 액정표시장치의 동작 수명이 개선된다.

이상, 본 발명의 실시 형태를 도면을 참조하여 상세하게 설명하였으나, 구체적인 구성은 이 실시 형태에 한정되는 것이 아

니고, 본 발명의 요지를 일탈하지 않는 범위의 설계 변경 등도 포함된다.

발명의 효과

본 발명의 의하면, 출력 트랜지스터의 게이트에 소스, 드레인에 대하여 음의 바이어스 전압을 인가하는 기간을 설정할 수

있기 때문에, 출력 트랜지스터를 온 하기 위한 양의 게이트 전압에 의해 발생한 양의 시프트량을, 음의 게이트 전압에 의해

발생하는 음의 시프트량으로 상쇄할 수 있다.

이에 따라, 출력 트랜지스터의 문턱값 전압의 시프트를 대폭 억제할 수 있게 되어 시프트 레지스터의 동작 수명을 개선할

수 있다. 이 결과, 액정표시장치의 동작 수명이 개선된다.

(57) 청구의 범위
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청구항 1.

다단 접속된 복수의 레지스터 회로를 가지는 시프트 레지스터를 구비하고,

상기 레지스터 회로는,

액정표시장치를 구동하는 출력 트랜지스터와,

상기 출력 트랜지스터의 게이트에 인가되는 전압을 제어하는 전압 제어 회로를 가지고,

상기 전압 제어 회로는,

상기 출력 트랜지스터의 오프 기간에 있어서, 음의 바이어스 전압을 상기 출력 트랜지스터의 게이트에 인가하는 것을 특징

으로 하는 액정표시장치의 구동 회로.

청구항 2.

제 1항에 있어서,

상기 레지스터 회로는,

전단의 레지스터 회로의 출력 펄스에 의해 상기 출력 트랜지스터를 온 시키기 위한 양의 전압을 발생하고, 후단의 레지스

터 회로의 출력 펄스에 의해 상기 양의 전압을, 상기 출력 트랜지스터를 오프시키는 전압으로 하는 전압 발생 회로를 더욱

가지고,

상기 전압 제어 회로는,

상기 전압 발생 회로로부터 공급되는 전압을 일정 값만큼 강하시켜 상기 출력 트랜지스터의 게이트에 인가하는 전압 강하

수단을 가지는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 구동 회로.

청구항 3.

제 2항에 있어서,

상기 전압 강하 수단은,

전압 강하용 트랜지스터와, 상기 전압 강하용 트랜지스터의 소스 및 드레인 사이에 설정된 커패시터와의 조합으로 이루어

지는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 구동 회로.

청구항 4.

제 1항에 있어서,

상기 레지스터 회로는,

전단의 레지스터 회로의 출력 펄스에 의해 상기 출력 트랜지스터를 온 시키기 위한 양의 전압을 발생하고, 후단의 레지스

터 회로의 출력 펄스에 의해 상기 양의 전압을, 상기 출력 트랜지스터를 오프시키는 전압으로 하는 전압 발생 회로를 더욱

가지고,

상기 전압 제어 회로는,
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상기 후단의 출력 펄스에 의해, 상기 음의 바이어스 전압의 발생을 개시하는 바이어스 전압 발생 수단을 가지는 것을 특징

으로 하는 액정표시장치의 구동 회로.

청구항 5.

제 1항 내지 4항 중, 어느 한 항에 있어서,

상기 출력 트랜지스터는, 아몰퍼스 실리콘을 이용하여 형성되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 구동 회로.

도면

도면1

도면2
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도면3

도면4
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도면5

도면6
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摘要(译)

对于其中包括当前驱动的栅极驱动器的移位寄存器具有本发明的液晶显
示器的寄存器电路内的功率晶体管，实现了能够防止阈值电压偏移的液
晶显示器的驱动电路。为此，在本发明中，电容器（C2）和晶体管
（M6）的组落下于当前驱动的功率晶体管（M1）的栅极中施加的液晶显
示器的电压关于该关断时段的电压。功率晶体管（M1）本质上是负原理
的偏置电压。
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